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PrOs4Sb12のdHvA効果と磁気抵抗
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Prを基にした､初めての重い電子系超伝導物 10 4

質PrOs4Sb12の純良単結晶育成に成功 し､dHvA

効果 と磁気抵抗の測定からそのフェルミ面を明

らかにした｡

右図にPrOs4Sb12とLaOs4Sb12のdHvA振動数

の角度依存性を示す｡両者はよく一致しており､

すなわち､PrOs4Sb12の4f電子は局在していると

考えられる｡一方､サイクロトロン質量は2.5-

7.6moと､小さなフェルミ面であることを考慮

すると､質量増強は比較的大きいことが明らか

となった｡

横磁気抵抗の磁場依存性は低温で正の磁気抵

抗を示し､(1)飽和の傾向を示す正常磁気抵抗と､

(2)高温からみられる負の磁気抵抗､そして､(3)

磁場誘起の相転移 (HA～4.4T)にともなうわず

かな抵抗増加､の足しあわせとして表されるよう

に見える｡この磁気抵抗の主要な成分を正常磁気

抵抗と考え､横磁気抵抗の角度依存性はほとんど

ないことから､広い磁場方向で抵抗は飽和してお

り､PrOs4Sb12は開軌道のないフェルミ面を持つ､

非補償型金属であると考えられる｡一方､高温か

らみ られる負の磁気抵抗や､HAでのわずかな抵

抗増加は､Pr3十の小さな分裂エネルギーを持つ結

晶場レベルと関係しているかもしれない｡
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